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Abstract 

Silicon nitride thin films have been used in numerous fields since the beginning of the 

microelectronics revolution. These films have been utilized in optical and microelectronic 

devices due to their excellent optical, chemical, and mechanical properties. Applications 

also include surface passivation, device encapsulation, impurity barriers, dielectric gate 

material, and optical coatings. With its stability and suitability for photonics, the non-

stoichiometric amorphous SiNx:H has several benefits, including composition tunability 

(from Si-rich to N-rich), which leads to a wide range of optical and electrical 

characteristics, and a wide spectrum operation band from visible to infrared frequencies. 

These properties are mostly determined by material composition and microstructure of the 

films, which are controlled by the conditions and methods of deposition. The technique 

commonly used to produce silicon nitride thin films, typically a-SiNx:H, involves plasma-

enhanced chemical vapor deposition (PECVD) due to the hydrogen introduced during the 

process. The optical and electrical properties of these films are strongly influenced by their 

hydrogen content. This thesis investigates the optical, microstructural, and electrical 

properties of stoichiometric and non-stoichiometric a-SiNx:H thin films for photovoltaic 

and plasmonic applications. Furthermore, the thesis investigates the impact of different 

post-treatments, such as laser texturing, plasma treatment, and rapid heavy ion irradiation, 

with a focus on utilizing optoelectrical characteristics. 

The first research problem described in the thesis deals with the optical characteristics of 

single- and double-layer a-SiNx:H thin films with varying stoichiometry grown using the 

PECVD method that are pertinent for photovoltaic applications. Over a broad range of 

wavelengths, it was found that the double layer SiNx exhibits superior anti-reflection 

properties than a single layer. Furthermore, Fourier-transform infrared spectroscopy is used 



vi 

 

to validate that hydrogen is present in the films were formed under carefully chosen 

processing conditions. The study also examines the short circuit current density (Jsc) values 

and measures the minority carrier lifetime for both single- and double-layer a-SiNx:H. The 

a-SiNx:H double layer can be used as an antireflection coating (ARC) for solar cells 

because it can produce high absorptivity in many optoelectronic devices. This is shown by 

the measured carrier lifetime, Jsc values, and higher efficiency (about 21% more than the 

bare solar cell). 

The second research problem explores the use of simple ultrafast laser writing as a post-

deposition treatment for the creation of hierarchical a-SiNx:H microstructures to make an 

efficient anti-reflection coating. The PECVD technique is used to manufacture a broad 

range of Si-rich to N-rich a-SiNx:H thin films with varying optical bandgap (2.32 to 5.94 

eV) and refractive index (2.8 to 1.7) of wavelength-ordered (~λ/4) thickness. Nonlinear 

light-matter interactions gave rise to a variety of nano- and microstructures with systematic 

breadth and depth when a high-intensity femtosecond laser (800 nm, 120 fs, 1 kHz) 

interacted with a-SiNx:H films. These micro-nanostructures, which are highly disordered, 

were shown experimentally over a vast area of around 1 cm2, and they show strong light 

absorption and trapping capabilities throughout a broad spectral band of 200–1000 nm. 

Broadband anti-reflective coatings are well suited for improving light harvesting from 

prefabricated solar systems when reflection losses are significantly reduced from 30% to 

2.8% from pre- to post-laser texturing.  

Recent years have seen a surge in research on metallic nanostructures due to the emergence 

of several important applications utilizing localized surface plasmon resonance (LSPR), a 

special optical property of nanocomposite films containing embedded metallic 

nanoparticles (NPs) within insulating media in the UV-Vis and NIR ranges. Surface-
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enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a highly effective analytical technique with 

applications in fields like analytical chemistry, food safety, and forensic science. It 

capitalizes on the LSPR phenomenon occurring at metal surfaces and interfaces. These 

surfaces generate an amplified electromagnetic field, significantly boosting SERS signals. 

High surface area further enhances this effect by providing more active sites for analyte 

molecules to interact with metal nanoparticles, significantly increasing signal 

enhancement. 

The third research problem addresses the tuning of the LSPR of gold nanoparticles (Au 

NPs) by varying incident ion fluences during Swift Heavy Ion (SHI) irradiation. Increasing 

incident ion fluence initially caused a blue shift in LSPR, but beyond a certain dose, it 

diminished. The annealed Au NPs (diameter ~12 nm), embedded in a thin Si3N4 matrix 

deposited by PECVD, were exposed to various 120 MeV Au+9 fluences to engineer shape 

and interparticle distance. The main objectives were to explore how SHI-induced 

morphological changes tune optical characteristics. Optical reflection spectra for pre- and 

post-irradiated samples were measured using UV-Vis spectroscopy. The characterizations 

using high-resolution cross-sectional Transmission Electron Microscopy (TEM) and 

synchrotron radiation-based Grazing-Incidence Small-Angle X-ray Scattering (GI-SAXS) 

confirmed the influence of mean inter-particle distance and anisotropic shape deformation 

on the optical response. Finite Domain Time Difference (FDTD) simulations validated our 

understanding, while Grazing-Incidence X-ray Diffraction (GI-XRD) and GI-Wide-Angle 

X-ray Scattering (GI-WAXS) confirmed the crystalline nature of NPs. The dependence of 

shape deformation on initial NP dimensions and ion fluence was analyzed through GI-

XRD/GI-WAXS, supported by X-TEM data. Correlation with a thermal spike model-based 

analysis elucidated the process of shape deformation and discussed the impact of irradiation 
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on structural and optical characteristics, emphasizing LSPR tuning. An important 

application demonstrated was the SERS of LSPR in a metal-dielectric (Au-Si3N4) 

nanocomposite in the visible wavelength region. 

Having employed Si3N4 in various configurations and subjected it to diverse post-treatment 

methods, the final research problem of the present thesis addresses the use of Si3N4 as a 

substrate in hybrid structures combined with 2D semiconducting materials. The aim is to 

create heterostructures, assessing the capability of this combination and its potential 

application in optoelectronic devices. Among 2D semiconducting materials, two-

dimensional transition metal oxide materials, particularly α-MoO3, have garnered 

significant attention due to their excellent structural, chemical, electrical, catalytic, and 

optical properties. A semiconductor with an indirect wide band gap is intrinsic α-MoO3. 

They possess a perovskite-like structure, which makes them a suitable candidate for 

optoelectronic and photocatalytic applications. Several studies in past literature were 

carried out to know more about the superior optoelectrical, structural, and morphological 

properties of MoO3 depending on post-treatment methods such as annealing, 

hydrogenation, oxygen plasma, etc. Although there have been few reports addressing 

defect-induced luminescence processes for these flakes, there has been a lack of studies 

addressing the impact of the plasma treatment on the α-MoO3’s microstructure and optical 

properties, which greatly affect their use in device applications. As an alternative post-

treatment method, the final chapter aimed to show that by adjusting the exposure duration 

of plasma treatment, one can controllably tune the structural and optical properties of as-

deposited α-MoO3 flakes via defect engineering of oxygen vacancies (Vo), a technology 

that can even be further adopted for several other TMOs such as VOx and WOx. 

Layered MoO3 flakes were deposited on a Si3N4/Si substrate through Chemical Vapor 
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Deposition (CVD), which were subjected to varying durations of Ar plasma treatment. The 

cold plasma treatment proves effective in modifying the optical and structural attributes of 

MoO3. This chapter examines how different durations of ex-situ plasma treatment, ranging 

from 15 to 45 minutes, impact the structural, luminescent, and optical properties, as well 

as the surface morphology of both pristine and treated samples. Utilizing XRD, Raman, 

FTIR, EPMA, and UV-Visible-NIR spectroscopy measurements, we assess the influence 

of plasma exposure duration on the optical, morphological, and structural characteristics of 

MoO3. Surface morphology displays diverse appearances depending on the duration of 

plasma exposure after treatment, as evidenced by optical and structural analyses, which are 

further verified through SEM measurements. The room-temperature photoluminescence 

(PL) investigation reveals that plasma-induced oxygen vacancies contribute to the observed 

effects. These findings, elucidating the opto-luminescent characteristics of MoO3 flakes, 

represent a significant advancement with implications for various applications in 

optoelectronics, energy storage, and sensing devices. This dissertation emphasizes the 

importance of applying post-treatment methods to a-SiNx:H films and nanocomposites, 

specifically in diverse setups, including dielectric matrices, ARCs, and substrates in hybrid 

structures. The proposed approach suggests that post-treatment can significantly enhance 

the characteristics of Si3N4 films, rendering them more suitable for applications in 

dielectrics, multilayer structures, hybrid materials, and optical coatings. 
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साराांश 

 

माइक्रोइलेक्ट्र ॉनिक क्राांनि की शुरुआि के बाद से नसनलकॉि िाइट्र ाइड पिली निल्ोां का उपयोग 

कई के्षत्ोां में नकया गया है। इि निल्ोां का उपयोग उिके उतृ्कष्ट प्रकानशक, रासायनिक, और याांनत्क 

गुणोां के कारण प्रकानशक और माइक्रोइलेक्ट्र ॉनिक उपकरणोां में नकया गया है। अिुप्रयोगोां में सिह 

निष्क्रियिा, उपकरण एिकैपु्सलेशि, अशुद्धिा बाधाएां , असांवाहक द्वार सामग्री और प्रकानशक लेपि 

भी शानमल हैं। िोट्ोनिक्स के नलए इसकी ष्क्रथिरिा और उपयुक्तिा के साि, गैर-स्टोइकोमेनट्रक 

अिाकार SiNx:H के कई लाभ हैं, निसमें सांघट्ि टू्यिेनबनलट्ी (Si- आनधक्य  से N- आनधक्य  िक) 

शानमल है, िो ऑनिकल और इलेष्क्रक्ट्रकल नवशेषिाओां की एक नवसृ्ति शृ्ांखला और दृश्यमाि से 

अवरक्त आवृनियोां िक एक नवसृ्ति सांचालि से्पक्ट्रम पट्टी की ओर ले िािी है।  ये गुण अनधकिर 

निल्ोां की सामग्री सांरचिा और सूक्ष्म सांरचिा द्वारा निधााररि होिे हैं, िो िमाव की ष्क्रथिनियोां और 

िरीकोां से नियांनत्ि होिे हैं। आमिौर पर नसनलकॉि िाइट्र ाइड (सामान्यियः  a-SiNx:H) पिली निल्ें 

बिािे के नलए इसे्तमाल की िािे वाली िकिीक में, प्रनक्रया के दौराि समानवष्ट नकए गए हाइडर ोिि 

के कारण प्लाज्मा-सांवनधाि रासायनिक वाष्प िमाव (PECVD) शानमल होिी है। इि निल्ोां के 

प्रकानशक और वैद्युि गुण उिकी हाइडर ोिि की मात्ा से कािी प्रभानवि होिे हैं। यह िीनसस 

िोट्ोवोष्क्रिक और प्लास्मोनिक अिुप्रयोगोां के नलए स्टोइकोमेनट्रक और गैर-स्टोइकोमेनट्रक a-

SiNx:H पिली निल्ोां के प्रकानशक, सूक्ष्म सांरचिा और  वैद्युि गुणोां की िाांच करिी है। इसके 

अलावा, िीनसस प्रकाश वैद्युि नवशेषिाओां के उपयोग पर ध्याि देिे के साि, लेिर टे्क्सचररांग, 

प्लाज्मा उपचार और िेिी से भारी आयि नवनकरण िैसे नवनभन्न उपचार के बाद के प्रभाव की िाांच 

करिी है। 
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िीनसस में वनणाि पहली शोध समस्या PECVD नवनध का उपयोग करके नवकनसि की गई अलग-

अलग स्टोइकोमेट्र ी वाली एकल और नद्वपरि a-SiNx:H पिली निल्ोां की प्रकानशक नवशेषिाओां से 

सांबांनधि है िो िोट्ोवोष्क्रिक अिुप्रयोगोां के नलए प्रासांनगक हैं। िरांग दैध्या की एक नवसृ्ति शृ्ांखला में, 

यह पाया गया नक दोहरी परि SiNx एकल परि की िुलिा में बेहिर नवरोधी-प्रनिनबांब गुण प्रदनशाि 

करिी है।  

इसके अलावा, िूररयर-ट्र ाांसिॉमा इन्फ्रारेड से्पक्ट्र ोस्कोपी का उपयोग यह सत्यानपि करिे के नलए 

नकया िािा है नक सावधािीपूवाक चुिी गई प्रसांस्करण ष्क्रथिनियोां के िहि बिाई गई निल्ोां में 

हाइडर ोिि मौिूद है। अध्ययि शॉट्ा सनका ट् करांट् डेंनसट्ी (Jsc) मूल्ोां की भी िाांच करिा है और नसांगल 

और डबल-लेयर a-SiNx:H दोिोां के नलए अल्पसांख्यक वाहक िीविकाल को मापिा है। A-SiNx:H 

डबल परि का उपयोग सौर कोनशकाओां के नलए एां ट्ीररफे्लक्शि कोनट्ांग (ARC) के रूप में नकया िा 

सकिा है क्योांनक यह कई ऑिोइलेक्ट्र ॉनिक उपकरणोां में उच्च अवशोषण क्षमिा उत्पन्न कर सकिा 

है। यह मापे गए वाहक िीविकाल, िेएससी मूल्ोां और उच्च दक्षिा (अिावृि सौर सेल से लगभग 

21% अनधक) द्वारा नदखाया गया है। 

दूसरी शोध समस्या एक कुशल प्रविाि नवरोधी लेप बिािे के नलए पदािुक्रनमि a-SiNx:H सूक्ष्म 

सांरचिा  के निमााण के नलए अवके्षपण के बाद उपचार के रूप में सरल अिर ािास्ट लेिर लेखि के 

उपयोग की पड़िाल करिी है। PECVD िकिीक का उपयोग Si- आनधक्य से N- आनधक्य a-

SiNx:H की अलग-अलग प्रकानशक ऊिाा अांिराल (2.32 से 5.94 eV) और अपविाक सूचकाांक (2.8 

से 1.7) की िरांग दैध्या (~λ) /4) के क्रम की मोट्ाई की पिली निल्ोां की एक नवसृ्ति शृ्ांखला के निमााण 

के नलए नकया िािा है, । िब एक उच्च िीव्रिा वाले िेम्ट्ोसेकां ड लेिर (800 nm, 120 fs, 1 kHz) िे 

a-SiNx:H निल्ोां के साि बािचीि की, िो िॉिलाइनियर लाइट्-मैट्र इांट्रैक्शि िे व्यवष्क्रथिि चौड़ाई 
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और गहराई के साि नवनभन्न प्रकार के िैिो और माइक्रोस्टरक्चर को िन्म नदया। ये माइक्रो-िैिोस्टरक्चर, 

िो अत्यनधक अव्यवष्क्रथिि हैं, प्रयोगात्मक रूप से लगभग 1 सेमी2 के नवशाल के्षत् में नदखाए गए िे, 

और वे 200-1000 nm के व्यापक वणाक्रमीय बैंड में मिबूि प्रकाश अवशोषण और िँसािे की क्षमिा 

नदखािे हैं। प्रीिैनिकेटे्ड सौर प्रणानलयोां से प्रकाश सांचयि में सुधार के नलए िॉडबैंड प्रविाि नवरोधी 

लेपि अच्छी िरह से अिुकूल हैं, िब प्री-लेिर टे्क्सचररांग से लेकर पोस्ट-लेिर टे्क्सचर िक प्रनिनबांब 

हानि 30% से घट्कर 2.8% हो िािी है। 

हाल के वषों में थिािीय सिह प्लास्मोि अिुिाद (एलएसपीआर) का उपयोग करिे वाले कई महत्वपूणा 

अिुप्रयोगोां के उद्भव के कारण धािु िैिोस्टरक्चर पर शोध में वृष्क्रद्ध देखी गई है, िो यूवी-नवज़ और 

एिआईआर रेंि में इनु्सलेनट्ांग मीनडया के भीिर एमे्बडेड धािु िैिोकणोां (एिपी) युक्त िैिोकम्पोनिट् 

निल्ोां की एक नवशेष प्रकानशक सांपनि है। । सिह-सांवनधाि रमि से्पक्ट्र ोस्कोपी (SERS) 

नवशे्लषणात्मक रसायि नवज्ञाि, खाद्य सुरक्षा और िोरें नसक नवज्ञाि िैसे के्षत्ोां में अिुप्रयोगोां के साि 

एक अत्यनधक प्रभावी नवशे्लषणात्मक िकिीक है। यह धािु की सिहोां और इांट्रिेस पर होिे वाली 

LSPR घट्िा का लाभ उठािा है। ये सिहें एक प्रवनधाि नवद्युि चुम्बकीय के्षत् उत्पन्न करिी हैं, िो 

SERS सांकेिोां को महत्वपूणा रूप से बढािी हैं। उच्च सिह के्षत् धािु िैिोकणोां के साि बािचीि करिे 

के नलए नवशे्लषण अणुओां के नलए अनधक सनक्रय साइट् प्रदाि करके इस प्रभाव को और बढािा है, 

निससे नसग्नल वृष्क्रद्ध में कािी सुधार होिा है। 

िीसरी शोध समस्या ष्क्रिफ्ट हेवी आयि (एसएचआई) नवनकरण के दौराि अलग-अलग घट्िा आयि 

प्रवाह द्वारा सोिे के िैिोकणोां (Au NPs) के LSPR की टू्यनिांग को सांबोनधि करिी है। बढिी घट्िा 

आयि प्रवाह के कारण शुरू में LSPR में िीला बदलाव आया, लेनकि एक निनिि खुराक से परे, यह 

कम हो गया। PECVD द्वारा अवके्षनपिपिले Si3N4 मैनट्रक्स में एमे्बडेड एिील्ड Au NP (व्यास ~ 12 
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nm), इांिीनियर आकार और इांट्रपानट्ाकल दूरी के नलए नवनभन्न 120 MeV Au +9 प्रवाह के सांपका  

में िे। मुख्य उदे्दश्य यह पिा लगािा िा नक SHI-पे्रररि रूपात्मक पररविाि प्रकानशक नवशेषिाओां को 

कैसे समायोनिि करिे हैं। पूवा और बाद के नवनकरनणि िमूिोां के नलए प्रकानशक प्रनिनबांब से्पक्ट्र ा को 

यूवी-नवज़ से्पक्ट्र ोस्कोपी का उपयोग करके मापा गया िा। उच्च-ररज़ॉलू्शि क्रॉस-सेक्शिल 

ट्र ाांसनमशि इलेक्ट्र ॉि माइक्रोस्कोपी (TEM) और नसांक्रोट्र ॉि नवनकरण-आधाररि ग्रानज़ांग-इांनसडेंस 

स्मॉल-एां गल एक्स-रे सै्कट्ररांग (GI-SAXS) का उपयोग करिे हुए लक्षण वणाि िे माध्य अांिर-कण 

दूरी और अनिसोट्र ोनपक आकार नवरूपण के प्रभाव की पुनष्ट की। प्रकानशक प्रनिनक्रया. पररनमि 

डोमेि समय अांिर (एिडीट्ीडी) नसमुलेशि िे हमारी समझ को मान्य नकया, िबनक GISAXS और 

िीआई-वाइड-एां गल एक्स-रे सै्कट्ररांग (GIWAXS) िे NP की नक्रस्टलीय प्रकृनि की पुनष्ट की। 

प्रारां नभक NP आयामोां और आयि प्रवाह पर आकार नवरूपण की निभारिा का नवशे्लषण X-TEM 

डेट्ा द्वारा समनिाि GI-XRD/GI-WAXS के माध्यम से नकया गया िा। िमाल स्पाइक मॉडल-

आधाररि नवशे्लषण के साि सहसांबांध िे आकार नवरूपण की प्रनक्रया को स्पष्ट नकया और LSPR 

टू्यनिांग पर िोर देिे हुए सांरचिात्मक और  प्रकानशक नवशेषिाओां पर नवनकरण के प्रभाव पर चचाा 

की। दृश्य िरांग दैध्या के्षत् में धािु-असांवाहक (Au-Si3N4) िैिोकम्पोनिट् में LSPR का SERS एक 

महत्वपूणा अिुप्रयोग प्रदनशाि नकया गया िा। 

नवनभन्न नवन्यासोां में Si3N4 को नियोनिि करिे और इसे नवनभन्न उपचार के बाद के िरीकोां के अधीि 

करिे के बाद, विामाि िीनसस की अांनिम शोध समस्या नद्वनवमीय (2D) अधाचालक सामनग्रयोां के साि 

सांयुक्त सांकर सांरचिाओां में एक सब्सट्र ेट् के रूप में Si3N4 के उपयोग को सांबोनधि करिी है। इसका 

उदे्दश्य हेट्रोस्टरक्चर बिािा, इस सांयोिि की क्षमिा और ऑिोइलेक्ट्र ॉनिक उपकरणोां में इसके 

सांभानवि अिुप्रयोग का आकलि करिा है। 2D अधाचालक सामनग्रयोां में, नद्व-आयामी सांक्रमण धािु 

ऑक्साइड सामग्री, नवशेष रूप से α-MoO3, िे अपिे उतृ्कष्ट सांरचिात्मक, रासायनिक, नवद्युि, 
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उते्प्ररक और प्रकानशक गुणोां के कारण महत्वपूणा ध्याि आकनषाि नकया है। अप्रत्यक्ष वृहि ऊिाा 

अांिराल वाला अधाचालक आांिररक α-MoO3 है। उिके पास पेरोव्स्स्काइट् िैसी सांरचिा है, िो उन्हें 

ऑिोइलेक्ट्र ॉनिक और िोट्ोकैट्नलनट्क अिुप्रयोगोां के नलए उपयुक्त उम्मीदवार बिािी है। एिीनलांग, 

हाइडर ोििीकरण, ऑक्सीिि प्लाज्मा आनद िैसे उपचार के बाद के िरीकोां के आधार पर MoO3 के 

बेहिर ऑिोइलेष्क्रक्ट्रकल, सांरचिात्मक और रूपात्मक गुणोां के बारे में अनधक िाििे के नलए नपछले 

सानहत्य में कई अध्ययि नकए गए िे। हालाांनक दोष-पे्रररि को सांबोनधि करिे वाली कुछ ररपोट्ें आई 

हैं इि गुच्छोां के नलए लू्नमिेसेंस प्रनक्रयाओां के कारण, α-MoO3 के माइक्रोस्टरक्चर और प्रकानशक 

गुणोां पर प्लाज्मा उपचार के प्रभाव को सांबोनधि करिे वाले अध्ययिोां की कमी रही है, िो नडवाइस 

अिुप्रयोगोां में उिके उपयोग को बहुि प्रभानवि करिे हैं। वैकष्क्रल्पक उपचार के बाद की नवनध के रूप 

में, अांनिम अध्याय का उदे्दश्य यह नदखािा है नक प्लाज्मा उपचार की एक्सपोज़र अवनध को 

समायोनिि करके, ऑक्सीिि ररष्क्रक्तयोां (वीओ) की दोष इांिीनियररांग के माध्यम से िमा नकए गए α-

MoO3 फे्लक्स के सांरचिात्मक और प्रकानशक गुणोां को नियांनत्ि रूप से टू्यि नकया िा सकिा है। 

एक ऐसी िकिीक निसे VOx और WOx िैसे कई अन्य TMOs के नलए भी अपिाया िा सकिा है। 

स्तररि MoO3 गुचे्छ को रासायनिक वाष्प िमाव (CVD) के माध्यम से Si3N4/Si सब्सट्र ेट् पर िमा 

नकया गया िा, िो Ar प्लाज्मा उपचार की अलग-अलग अवनध के अधीि िे। शीि प्लाज्मा उपचार 

MoO3 की ऑनिकल और सांरचिात्मक नवशेषिाओां को सांशोनधि करिे में प्रभावी सानबि होिा है। 

यह अध्याय िाांच करिा है नक एक्स-सीटू् प्लाज्मा उपचार की नवनभन्न अवनध, 15 से 45 नमिट् िक, 

सांरचिात्मक, लू्नमिसेंट् और प्रकानशक गुणोां के साि-साि प्राचीि और उपचाररि िमूिोां की सिह 

आकृनि नवज्ञाि को कैसे प्रभानवि करिी है। एक्सआरडी, रमि, एिट्ीआईआर, ईपीएमए और यूवी-

नवनज़बल-एिआईआर से्पक्ट्र ोस्कोपी माप का उपयोग करिे हुए, हम MoO3 की ऑनिकल, रूपात्मक 

और सांरचिात्मक नवशेषिाओां पर प्लाज्मा एक्सपोज़र अवनध के प्रभाव का आकलि करिे हैं। सिह 
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आकाररकी उपचार के बाद प्लाज्मा एक्सपोिर की अवनध के आधार पर नवनवध उपष्क्रथिनि प्रदनशाि 

करिी है, िैसा नक प्रकानशक और सांरचिात्मक नवशे्लषणोां से प्रमानणि होिा है, निसे SEM माप के 

माध्यम से आगे सत्यानपि नकया िािा है। कमरे के िापमाि िोट्ोलुनमिसेंस (PL) िाांच से पिा चलिा 

है नक प्लाज्मा-पे्रररि ऑक्सीिि ररष्क्रक्तयाां देखे गए प्रभावोां में योगदाि करिी हैं। ये निष्कषा, MoO3 

फे्लक्स की ऑिो-लू्नमिसेंट् नवशेषिाओां को स्पष्ट करिे हुए, ऑिोइलेक्ट्र ॉनिक्स, ऊिाा भांडारण और 

सेंनसांग उपकरणोां में नवनभन्न अिुप्रयोगोां के नलए निनहिािा के साि एक महत्वपूणा प्रगनि का प्रनिनिनधत्व 

करिे हैं। यह शोध प्रबांध a-SiNx:H निल्ोां और िैिोकम्पोनिट््स में उपचार के बाद के िरीकोां को 

लागू करिे के महत्व पर िोर देिा है, नवशेष रूप से नवनभन्न सेट्अपोां में, निसमें असांवाहक मैनट्रक्स, 

ARC और हाइनिड सांरचिाओां में सब्सट्र ेट् शानमल हैं। प्रस्तानवि दृनष्टकोण से पिा चलिा है नक 

उपचार के बाद Si3N4 निल्ोां की नवशेषिाओां में कािी वृष्क्रद्ध हो सकिी है, िो उन्हें असांवाहक, 

मिीलेयर सांरचिाओां, हाइनिड सामग्री और प्रकानशक लेपि में अिुप्रयोगोां के नलए अनधक उपयुक्त 

बिािी है। 
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